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Spektrometr Ramana
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Fig. 1 a) Typical Raman spectrumof ethanol solution. b) Typical Raman spectrum of
Greek spirit Tsipouro
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Spektroskopia plazmy indukowane]
laserem (LIBS)




Kamery do spektroskopii Ramana

CCD CMOS

= Odczyt danych rzad po rzedzie = Odczyt z dowolnej liczby pikseli

= Jeden przetwornik fadunku na napiecie oraz = Kazdy piksel matrycy posiada swoéj komplet
jeden przetwornik napiecia na wartos¢ przetwornikdéw = niejednorodnos¢ matrycy
liczbowa

= Niski pobor pradu

= Wysoki pobdr pradu = wymaga chtodzenia - , , o
= Czes¢ powierzchni matrycy zajmuja

= Duza ilosc¢ pikseli w stosunku do powierzchni przetworniki

matrycy = wyzsza rozdzielczos¢ » , _
= Wysoka wartos¢ pragdu ciemnego = wyzszy

= Niski poziom szumu szum



Kamery do spektroskopii Ramana

CCD CMOS
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Sondy do spektroskopii Ramana
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